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IC の製造工程 （前工程のみ）

1 ウェハの表層に、酸化膜を形成

2 感光剤を塗布

3 マスクに描かれた回路図を、光を当てて転写
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ （装置はステッパー）

↓ ↓

4 現像：変質した感光剤部分を溶かし去り、
　　変質していない感光剤を定着させる

5 感光剤がない部分の下の酸化膜を除去

6 感光剤の除去

7 不純物拡散

8 ２から７の工程を繰り返す

9 アルミニウム膜で配線をつくる

資料）那野比古『わかりやすい半導体のはなし』日本実業出版社
菊地正典『半導体のすべて』日本実業出版社

感光剤の膜をつくる。フィルムと同じ

光で変質した感光剤部分

エッチング液に漬けて溶かす

シリコン・ウェハの基板の横断面。上下の厚さは約0.3mm。

溶剤の中に漬ける

ウェハーの表層を酸化させる。10μm

アルミの薄膜を一面に蒸着したあとで不要な部分を除去

回路図が描かれたガラスのマスク

ホウ素またはリンのイオンを注入して、基板とは反対
の性質の半導体に変質させる。


